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１．概要（Summary） 

太陽電池や TFT用の高品質シリコン薄膜を作製する

手法の一つにアルミニウム誘起成長法（AIC 法）[1]がある。

この成長手法では、アルミニウムとシリコンの薄膜を積層さ

せ、500°C程度で熱処理することでシリコンの多結晶膜の

作製が可能である。本手法において、アルミニウムとシリコ

ンの膜厚は重要なパラメータであり、nmオーダーの正確

な値が不可欠である。そこで名古屋大学微細加工 PF所

有の段差計を用い膜厚測定を実施した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

段差計（アルバック社製、Dektak 150） 

【実験方法】 

初めに、段差計を用いて薄膜の膜厚を測定することに

より、成膜条件を決定する。膜厚測定用の試料は石英ガ

ラス上にスパッタリング法を用い、アルミニウムとアモルフ

ァスシリコンの薄膜をそれぞれ堆積した。この時、試料の

一部をカプトンテープによりマスクをすることで、薄膜分の

段差を形成し、上記装置により測定した。 

Fig. 1に AIC法のメカニズムを示す。ガラス基板上に

アルミニウムを 70nm、シリコンを 100nm成膜し、400～

600°Cで熱処理することで多結晶膜を成長させた。成長

させた多結晶シリコン膜は太陽電池応用を見据え、重要

なパラメータであるキャリア濃度をホール効果測定により

実施した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 2にAIC法で成長させた多結晶シリコンの成長温

度とキャリア濃度との関係を示す。どの成長温度について

も 1019cm-3以上のキャリア密度となることが分かる。この

値は太陽電池用の p型シリコン膜として十分なキャリア密

度を有しており、本研究で提案するAIC法が太陽電池デ

バイス作製に有用な手法であると考える。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・参考文献 
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６．関連特許（Patent） 

 なし。 

 

 
Fig. 2 Hall carrier density of Si thin film 

as a function of growth temperature. 
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         Fig. 1 Growth mechanism of AIC. 
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